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uID磁束計を使用 して我々が最近開発したものを使用した｡

さてCoC12-GIC中のCoCl面は夫々 2DXY的強磁性系 とみなせるが無限には広がら
(⊃

ず,直径 100-200Aの島状クラスターの集合体となっている≡)このため,秩序化は他の二次

元的系とは異-て,T と㌻U(<Tcu)で二段階に逐次転移することが分-ている3'Tcuで夫々Cu

のクラスターが秩序状態に入ったことを反映 して,Tcu以下で異常に遅い揺ぎが, 1Hz以下

のVLF蘭域におけるX*(a))に観測された (図 1)｡特徴的なことは,X"の値 とその温度

依存性が,測定周波数領域の中でほとんどa'に依存 しないことである｡散逸揺動定理によれば,

この揺ぎのスペク トル密度 Z(Q')はX〝/a,に比例するから,上述の結果はとりもなお さず,

CoC12-GICの Tcu以下で発生する遅い揺ぎはほぼ 1/a,のスペクトルを有することを示唆

したといえる｡ クラスターのサイズは上述のように比較的揃っていることからこの異常な揺ぎ

を,サイズ分布によるものとしては理解され得ない｡上記物質のユニークな秩序形成過程,即

ち無秩序≠クラスター内秩序 ･クラスタ一間無秩序≠クラスタ一間秩序 という二段階の階層的

秩序形成4)とどのように関連 しているのか?その発生のメカニズムを検討中である｡
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XYスピングラスの実験

北大 ･応電研 勝 又 紘 一

我々は以前に,絶縁性の強磁性体 Rb2CrCl｡ と反強磁性体 Rb2MnCl｡ との混晶が, リ

ェン トラントスピングラス(RSG)転移 を示すことを見つけた.1)第 1図にCr-rich側での濃

度対転移温度の相図を示す｡本研究会では,このRSG転移が Villainの2次元XYスピング

ラスモデル2)により説明出来ることを報告 した｡

Rb2MnCl｡ とRb2CrCl｡ は共にK2NiF｡型の構造をもち,C面内の交換相互作用が面

間のそれと比べて桁違いに強 く,準2次元磁性体 と見なせる(両者は低温で長距離秩序を示す)｡
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Rb2CrC14のスピンは面内にあ り,面内の異方性

は小さい｡ Rb2MnCl40)磁化容易軸はC軸である

が,MnZ+スピンの異方性エネルギーはCr2+ のそ

れ と比べて小さいので,混晶にするとスピンは面内

に向き変わることが予想される｡ 実際,我々の電子

スピン共鳴の実験3)よりCr濃度 10% 以上で系は

planar反強磁性体 であることが確められている｡

このような事実より,混晶Rb2Mn(ト ∬)CrJC14は,

交換相互作用が競合する準 2次元XY的ランダム磁

性体の初めての例であると言える｡

第 2図にRb2CrCl｡の単結晶帯磁率の温度依存

性 を示 している｡C面の帯磁率はr｡近傍で急激に

増大 し, Tc以下では反磁場効果のためにほぼ一定

になるoC軸方向の帯磁率は T｡以下で単調に減少

する｡この減少は以下のように説明される｡スピン

はC面内にあるので,この面内に異方性磁場 Eiを

考えることができる｡C軸方向に外部磁場Eをかけ

たときの トルクのつ り合いより,

EMsinO-MEACOSO, (1)

ここで,Mは磁化, 0はEとMのなす角度である｡

C軸方向の帯磁率 (x⊥ )は

xL =LLm.Mcoso/E･

(1),(2)式より

x⊥-M/BA ･

(2)
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スピングラスとその周辺
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第 1図 Rb2Mn(1-∬)Cr∬C14 の濃
度対転移温度の相図(I
≧0.5)0
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第 2図 RbZCrC14単結晶における
交流帯磁率の温度依存性｡

(3)

一方,EAは異方性定数Kを用いて,EA-K/Mと表わされるOよく知られているように, K

の温度依存性はK～tM(T))n(n =3)で与えられ,これを用いると, x⊥の温度依存性は,

x⊥(T)～tM(T))2~n～ (M(T))-1,
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となる｡T｡以下で〟(r)は増大す るので,

x⊥(T)は減少すること隼なるo言い換える

と,高温 (rSr｡)では異方性磁場が弱いの

でスピンは面から立上がることが出来るが,

温度が下がると異方性磁場が強 くな りスピン

は面にとじ込められるようになる｡

第 3図にはCr濃度 50%の単結晶帯磁率

の温度依存性を示 している｡C軸方向の帯磁

率は Rb2CrC14の場合 と同様にTc以下で

単調に減少する｡C面方向の帯磁率は r かC

ら10Kまで一定であるが,それ以下で鋭 く

減少 し,RSGのふるまいを示す｡

villain2)は,フラス トレーションをもつ 2
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第 3図 Rb2Mno.50Cro.50C14単結晶
における交流帯磁率の温度依

存性

次元XY磁性体の基底状態及び相転移 を議論 した｡最近按相互作用だけを考えると, 4つのス

ピンから成る cellが最小の単位 となる｡フラス トレーションがあると,この cellの ス ピンは

xy面内で cantする｡この cantingには二種類あり,これを chiralityという量で区別する｡フ

ラス トレー トした cellの数が少ないとき,系は chiralityが shortrangeorder した小さな領域

とフラス トレーションのない大きな額域に分かれる｡我々の系の場合,高温では異方性磁場が

弱いので,スピンは面から立上がることが出来,このためフラス トレーションは部分的に解消

される｡このことより強磁性相が安定に存在する｡低温になると異方性磁場が強 くなりスピン

は面内にとじ込められる｡ こうなるとフラス トレーションの効果によりVillain の指摘 したよ

うに,系は shortrangechiralorderの領域と,フラス トレーションのない領域に分けられるで

あろう｡このような低温の domain構造はこの系について行われた中性子の偏極度測定の結果

の解析でも指摘されている01)
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